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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/52     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/14     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/34     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/455    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  23/52    　　　Ｅ
   Ｃ２３Ｃ  16/14    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/34    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/455   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月31日(2008.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上にタンタル－窒化物の拡散バリア領域を形成する方法であって、
　チャンバにおいて第１の数の第１のサイクルを実行することによって低ｋ材料基板（１
０２）上に保護層（１０４）を形成するステップであって、各第１のサイクルが、
　　　前記基板をタンタル系前駆物質に暴露するステップと、
　　　前記チャンバを排気するステップと、
　　　前記タンタル系前駆物質および窒素プラズマからプラズマ増強原子層堆積（ＰＥ－
ＡＬＤ）を行うステップと、
　　　前記チャンバを排気するステップと、
を含む、ステップと、
　前記チャンバにおいて第２の数の第２のサイクルを実行することによって次の実質的化
学量論的タンタル－窒化物拡散バリア層（１０８）を形成するステップであって、各第２
のサイクルが、
　　　前記基板をタンタル系前駆物質に暴露するステップと、
　　　前記チャンバを排気するステップと、
　　　前記タンタル系前駆物質ならびに水素および窒素のプラズマからＰＥ－ＡＬＤを行
うステップと、
　　　前記チャンバを排気するステップと、
を含む、ステップと、
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を含む、方法。
【請求項２】
前記タンタル系前駆物質が、五塩化タンタル（ＴａＣｌ５）、五ヨウ化タンタル（ＴａＩ

５）、五フッ化タンタル（ＴａＦ５）、および五臭化タンタル（ＴａＢｒ５）から成る群
から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記暴露するステップが、更に、前記タンタル系前駆物質のためのキャリア・ガスを提供
することを含む、請求項１に記載の方法。　
【請求項４】
前記キャリア・ガスがアルゴンを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記保護層（１０４）が、タンタル含有量よりも多い窒素含有量を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
前記保護層（１０４）を形成するステップが、１０００ラングミュアより大きい前記低ｋ
材料基板（１０２）の暴露を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記基板が、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）、フッ化水素（ＨＦ）浸漬シリコン（Ｓｉ）、
および低ｋ材料から成る群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記第１のサイクル数が、前記第２のサイクル数よりも小さい、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記低ｋ材料と前記保護層（１０４）との間に実質的に拡散が存在しない、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
前記タンタル－窒化物が、Ｔａ３Ｎ５、Ｔａ４Ｎ５、およびＴａ５Ｎ６から成る群から選
択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記保護層（１０４）が８２０℃よりも大きい熱安定性を有する、請求項１に記載の方法
。
【請求項１２】
前記タンタル－窒化物拡散バリア層（１０８）が前記保護層（１０４）よりも厚い、請求
項１に記載の方法。
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